Navrh bakalarské prace

Numerické simulace detektori zaloZzenych na grafénu

Abstrakt:

Projekt je zamérfen na numerické simulace funkénosti detektorli zaloZenych na grafénovych
tranzistorech s polnim jevem (GFET). Princip detekce ionizujiciho zareni timto typem detektoru je
zalozen, oproti konvencénim typlm, na zméné vodivosti grafénu v dUsledku absorpce energie v
polovodivé vrstvé pod grafénem. Od tohoto typu detektoru se ocekava lepsi spektrometrické
rozliSeni oproti tradi¢nim detektorlim pracujicich pfi pokojové teploté. Soucasti projektu je navrh a
realizace detektoru zaloZzeného na grafénu, ktery vyuZiva kvantového tunelového jevu pro odstranéni
naboje akumulovaného pod grafénem. Tento navrh je originadlnim prispévkem navrhovatele k reseni
problému s detekci jednotlivych ¢astic ionizujiciho zareni. Tyto detektory budou vyrdbény na
prednich technologickych institucich v zahrani¢i a nasledné analyzovany a optimalizovany pomoci
numerickych nastroji (TCAD a Quantumwise Atomistix ToolKit) a charakterizovany experimentalnimi
technikami doplnénymi novou R/O elektronikou, a to jak v laboratofich navrhovatele, tak i na
externich pracovistich tuzemskych vyzkumnych instituci.

Zadani:

1. Vyhledejte co je to grafén a seznamte se sjeho fyzikdlnimi vlastnostmi. Provedte resersi
odbornych publikaci vénovanych radiacnim detektorim zaloZenych na grafénu. Shrrite
soucasny stav poznani.

2. Nastudujte fyzikalni popis a princip c¢innosti kfemikovych detektord s povrchovou bariérou.
Naucte se pouzZivat simulacni baliky TCAD Quantumwise Atomistix ToolKit a provedte
numerickou simulaci ¢innosti kfemikového detektoru s povrchovou bariérou.

4. Navrhnéte geometrické technologické usporadani kifemikového radiacniho detektoru
zalozeného na grafémovych transistorech s polnim jevem (GFET), tak aby jeho ¢innost byla
obdobna kfemikovému detektoru s povrchovou bariérou. Opét provedte numerickou
simulaci jeho ¢innosti.

5. Srovnejte obé simulace a pomoci nich prokaZzte nebo vyvratte myslenku, Ze naboj
akumulovany pod grafémem je mozny odvadét pomoci kvantového tunelového jevu.
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